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Soluciones a los exámenes de Física (Informática de Sistemas)

1993-94

Febrero 94 – 1ª Vuelta 

 T1) B) Pag. 75 (UD3) T2) D)  Pag. 34 (UD3) T3) B)  Pag. 246 (UD2) 

 T4) C)  Cambia con el tiempo pero no instantáneamente.

T5) D)  Pag. 218 (UD2) T6) C)  Pag. 183 (UD2) T7) C)  Pag. 23 (UD3) 

T8) B)  Pag. 75 (UD1) T9) C)  Pag. 38 (UD1) T10) D)  Pag. 95/96 (UD1) 

    P11) C) Es la única solución que se adapta, en dirección y 

sentido a la suma vectorial de los campos creados por las cargas. 

P12) ??) Con UE = 0 V el transistor está en corte y apenas hay 

paso de corriente por el transistor. Por lo tanto P(Corte) = 0,0 W

Con UE = 30 V  IB = (30-0,7)/100K = 0,293mA.

Si estuviese en activa: Ic = 100.0,293=  29,3mA ; y la caída de 

potencial en la resistencia del colector sería: V = 29,3m.1k=29,3V.

Este valor no es posible(mayor que 15 V). El transistor esta 

en saturación y: IE = (15-0,2)/1k= 14,8 mA

PB = 0,293m.0,8 = 0,2344mW  ;  PCE = 0,2.14,8 = 2,96 mW ; P(Sat)= 0,293+2,96=3,253 mW
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P13) A)

P14) C) Aplicando las 2ª ley de Krichoff a la malla más exterior tenemos que: 

8+6+6 = 2kI 1 + 1kI 1 + 1kI 1  I 1 = 5 mA  Eo = 6+6-5m.2k = 2V 

Si eliminamos las baterías del circuito, la resistencia equivalente vista desde los dos puntos 

de conexión cumple que: 

1/Ro = 1/(1+1) + 1/2 = 1   Ro= 1









Febrero 94 – 2ª Vuelta 

 T1) B)  Pag. 75 (UD3) 

T2) A)  = (1+ e) 0  = (1+5).8,845.10
-12

.

T3) B)  Pag. 89 (UD1) 

T4) C)  Pag. 133 (UD1)  Por eliminación. 

T5) A)  Pag. 187 (UD2)   

T6) A)  Pag. 119 (UD1)  

 T7) C)  La constante de tiempo es R/L . Como R’ = R/2, se disminuye a la mitad dicha 

constante. Ahora necesitamos el doble de tiempo(t’) para que  exp[(-R’/L).t’] = 0,5      

T8) D) Pag. 30-31 (UD3) 

T9) B)  Pag. 23 (UD1)  

 T10) C)  Pag. 234 (UD2) 

 P11) D)  We = ½ (q1.V1 + q2.V2 + q3.V3 + q3.V3 )  =

= ½{q.[k(-q/d) + k(-q/d) + k(q/ 2d)] + (-q).[k(q/d) + k(-q/ 2d) + k(q/d)] +

+ (-q).[k(q/d) + k(-q/ 2d) + k(q/d)] + q.[k(q/ 2d) + k(-q/d) + k(-q/d)] =  

= - ½ 4 (kq²/d).(2 - 1/ 2) = -1/2.4. (q²/4 0d).(2 - 1/ 2) = -0,2058q²/ 0d

 P12) B)  I= (12-0,6)/22,8 = 0,5 A  ;  V = 0,6 + 0,8.0,5 = 1,0 V  ; P = V.I = 1,0.0,5 = 0,5 W 

 P13) D)    Z1= R =10 ;  Z2= XLi = 15.10
-3

.2 .50i = 4,712i ;  Y1= 1/10 = 0,1  ;

Y2= 1/4,712i = -0,2122i  ; Y =Y1+ Y2 = 0,1-0,2122i  ; Z = 1/Y = 1,817+3,856i  ;

|Z|² = 1,817²+3,856²  |Z| = 4,26   ;  = Arg(Z) = arctan(3,856/1,817) = 64,77°

I = V/|Z| = 51,64  ;  P = V.I.cos  = 4842 W   ;  Q = V.I.sin  = 10277 VA 

 P14) A)    R123 = R1 + R2 + R3 = 90 k     1/R456 = 1/R4 + 1/R5 + 1/R6  = 3/30 = 0,1 k
-1

R456 = 10 k    ;  R = R123 + R456  = 100 k





Soluciones a los exámenes de Física (Informática de Sistemas)

1993-94

Septiembre 94 - Original 

 T1) D)   1/C23 = 1/C2 + 1/C3  C23 = (C2. C3)/(C2+C3)   ;

C = C1 + C23 = (C1. C2 + C1. C3 + C2. C3)/(C2 + C3)

T2) A)  W = q(V2 – V1) T3) D)  Pag. 120 (UD2) T4) C)  Pag. 143 (UD1) 

T5) B)  Pag. 225 (UD2) T6) C)  Pag. 52 (UD3) 

T7) B)  I = (12-1,5)/(1000+50) = 10 mA ; U B = 1,5 + 50.10m = 2 V   ;  P = 2.10m = 20 mW

T8) D)  Pag. 244 (UD2) T9) B)  I(Final) = V0 /R ; no cambia al cambiar L

T10) D)  Z = Z1 + Z2 =  14 + 23i   |Z| = 26,9    ;  = Arg(Z) =  58,7° 

 T11) C)  C= Q/V = Q/(Q/4 0R) = 4 0R   D = C/2 0 = 17976 metros

 T12) D) Al corte apenas hay corriente y P(corte) = 0 V. 

En saturación Ic = (15-0,3)/10 = 0,147 A  ;  P(Sat) = 0,300.0,147 = 0,0441W

 P13) A) B = µ.H = µ r. µ0.(NI/l) = 1,26 T = 1,26 H.A/m²
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Soluciones a los exámenes de Física (Informática de Sistemas)

1994-95

Febrero  95 – 1ª Vuelta 

1) B)  Pag. 20 (UD1) 

 2) C)  Cs  es más pequeña que la menor y Cp más grande que la menor.

 3) C)  Pag. 123 (UD1) 

4) C)  Pag. 125 (UD1) 

5) D)                                                       No está bien escrita y es siempre válida. 

6) A)  Pag. 122 (UD1) 
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7) A)  Pag. 127 (UD1) 

8) A)  Pag. 37 (UD3) 

9) B) V = q.ni (µn + µp ) = 4,582.10
-6

 (:.cm)
 -1 o U = 218245 :.m o

o R = U.l/S = (218245.0,4)/(0,1250.2) = 349192 :

10) A)  Pag. 237 (UD2) 

11) D) La constante de tiempo es W=L/R . Si R’ =2R la constante de tiempo se reduce a la 

mitad: W’=L/R’ = W/2  ; y por lo tanto, el nuevo circuito es el doble de rápido; se necesita la mitad de 

tiempo.

 12) B)  Z= R + LZi = 10 + 30.10
-3

.2%.50i = 10 + 9,42i o  |Z| = 13,74 :   ; � = 43,3° 

Febrero  95 – 2ª Vuelta 

 1) C)  Pag. 75 (UD1) 

 2) D) C = 4SH0R =1,1126.10
-12

F

3) C)  Pag. 75 (UD1) 

4) A)  Pag. 131 (UD1) 

5) D) Todas las anteriores dicen lo contrario de lo que ocurre. 

6) B)  B = (µ0.I)/(2S.R) = (µ0.1)/(2S.1)= µ0/2S
7) A)  Pag. 25 (UD3) 

8) A)  Pag. 62 (UD3)

9) C) En un semiconductor extrínseco de tipo  P  a temperatura de 300 K se cumple que p฀n

; y la conductividad será:

V = q.p.µp = 1,14.10
-3

 (:.cm)
 –1

  ; donde p�NA . De aquí: U = 1/V = 877 :.cm o

o R = U.l/S = (877.0,4)/(1,25.2) = 140,35 :

10) B)  Z= R + (LZ - 1/CZ)i = 1 + [20.10
-3

.2%.50 – (600.10
-12

.2%.50)
-1

] i = 1 + 0,978i o

o |Z| = 1, 399 : o I = V/|Z| = 220/1,399 = 157,3 A 

11) B)  Siempre que no cambie V0 ó R. 

12)





Soluciones a los exámenes de Física (Informática de Sistemas)

1994-95

Septiembre 95 - Reserva 

1) B) Pag. 309 (UD2) 

2) B)  Z= R + L i = 10 + 50.10
-3

.2 .50i = 10 + 15,71i   |Z| = 18,62   ;  = 57,52°   ; 

 I = V/|Z| = 220/18,62 = 11,81 A  ;  P = V.I.cos  =1395 W  ;  Q = V.I.sin  = 2192 V.A 

3) B)  Pag. 244 (UD2) 

4)

5) A)
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7) A)  Pag. 27 (UD3) 

8) C)  T3) Sep. 94 

9) B) Pag. 223 (UD2) 

10) NO hay solución verdadera.  16-8-6 = 2kI+2kI+4kI  I = 2/8k = 0,25 mA ;

E0 = 6 + 4kI = 7V  ;

R12 = R1 + R2 = 2k  + 2k  = 4k  ; 1/R123 = 1/R12  + 1/R3 = 1/4+1/4 = 1/2  (k )
-1

  R0 = 2k

11) A) L12 = L1 + L2 = 0,1mH + 0,3mH = 0,4mH   ;   1/L123 = 1/L12  + 1/L3 = 3,5 (mH)
-1

 Leq = 0,2857 mH = 285,7 µH 

12) D)   C= 4 0R   D = C/2 0 = 179,76 Km







Soluciones a los exámenes de Física (Informática de Sistemas)

1995-96

Febrero 96 – 1ª Vuelta 

 1) D)

2) C)    1/L23 = 1/L2 + 1/L3  L23 = (L2. L3)/(L2+L3)   ;

             L = L1 + L23 = (L1. L2 + L1. L3 + L2. L3)/(L2 + L3)

3) A)  Pag. 38 (UD1) 

4) C)  Pag. 141 (UD1) 

5) C)  = (1+ e) 0  ;  / 0 = 6  + e =5 

                                                                                  P

6) B) E = E1+E2 = 2(q/4 0d) = q/2 0d       q                              -q

7) D)  Pag. 175 (UD2)

8) D)  Pag. 37 (UD3) 

9) A) Pag. 310 (UD2) 

 10) D) Z= R + L i = 10 + 50.10
-3

.2 .50i = 10 + 15,71i   |Z| = 18,62 

11) B)  Pag. 286 (UD2) 

 12) B)  Pag. 244 (UD2) 

Febrero 96 – 2ª Vuelta 

1) B) 1/Cs = 1/C1 + 1/C2  + 1/C3  = 1/1 + 1/1 + 1/1 = 3  Cs = 1/3 µF   ;

Cp = C1  + C2  + C3  = 1 + 1 + 1 = 3µF 

2) C)  C= 4 0R = 4 .8,854.10
-12

.0,5 = 55,63 pF 3) B)  1) Feb 95 - 1ª Vuelta

4) D) Pag 26 (UD1) 5) A)  Pag. 137 (UD1) 6) D)  Pag. 152 (UD1) 

7) A)  Pag. 82 (UD3) 8) B)  Pag. 242-243 (UD2) 

9) A)  En el exterior ambos aumentan (H=B/µ0). En el interior H disminuye(H=B/µ0 – M) 

Pag. 242-243 (UD2) 

10) B)  Pag. 244 (UD2)         11) C) El valor máximo de la corriente(Vo/R) no depende de L 

12) B) Z = R + L i   |Z|² = R² + (L )²





Septiembre 96 – Original 

1) C) T5) Feb-94 1ª Vuelta 2) A)  Pag. 34 (UD3) 3) C) T1) Feb-94  1ª Vuelta.

4) B) T1) Feb-94 2ª Vuelta 5) A)  Pag. 187 (UD1) 

6) Esta mal planteado. La solución sería D) si C = 1µF  ó  R = 0,1K 
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7) A) T5) Feb-94 2ª Vuelta 8) B)                                    E = 0 N/C 

9) D) 5) Feb-95 1ª Vuelta 

10) C) Rs=1M: + 1k: + 1: | 1M:  ;  Rp=1/(1/1M: + 1/1k: + 1/1:) | 1:

11) B)  Pag. 1744 (UD2)

12) D) En un semiconductor extrínseco de tipo  P  a temperatura de 300 K se cumple que 

p฀n; y la conductividad será:

V = q.p.µp = 1,1025.10
-3

 (:.cm)
 –1

  ; donde p�NA . De aquí: U = 1/V = 907 :.cm o

o R = U.l/S = (907.0,5)/(1,25.2,5) = 145,12 :





Soluciones a los exámenes de Física (Informática de Sistemas)

1996-97

Febrero 97 – 1ª Vuelta 

1) C) P=V.I.cos  =(V²/|Z|).cos  |Z|=V².cos /P = 45,98  |Z|² = 2114 = R² + (L )²

cos  = 0,95  = arccos(0,95) = 18,195°  tan( ) = 0,3287 = L /R

Despejando de ambas ecuaciones: R = 43,65   y  L = 45,67 mH

2) B)  Viendo el dibujo se puede apreciar que cada 

trozo(dl) de la carga lineal crea un campo(dE) cuya componente

vertical(dEy) se anula con su simétrico. Por lo tanto sólo hay

que sumar las componentes horizontales(dEx) del campo.

E = dEx = (1/4 0)( dl/r²)cos  = (1/4 0) ( .r.d /r²)cos   = 

= (1/4 0)( /r) cos d  = (1/4 0)( /r)[sin( /2)–sin(- /2)] =

= (1/4 0)(2/1)[1-(-1)] = E = 1/ 0 . El sentido de este vector  es, según la figura, el de -ux

3) C) Pag. 69 (UD1) 

4) B)  Al cerrar S1 los dos condensadores están en serie(misma carga). Por lo tanto la 

diferencia de potencial será inversamente proporcional a la capacidad con V1 + U = 12 V . Por lo 

tanto U= 2V. Posteriormente se cierra S2 y entran en juego las resistencias que igualan las 

diferencias de potencial en ambos condensadores. Osea, U=6V. 

5) A) Aunque el transistor este en conduciendo(activa o saturación) los condensadores 

siempre tardan un tiempo teóricamente infinito en descargarse totalmente.

6) D) Cuando la pila da su valor positivo máximo (Vmax = Vef. 2 = 155,6 V) el diodo 

conduce y la intensidad positiva es máxima en la resistencia en en serie (I2max =155,6/1k = 155,6 

mA).

Para que la corriente pase por la resistencia en paralelo el diodo no debe conducir. Esto 

ocurre cuando el voltaje es negativo. La intensidad negativa máxima ocurrirá cuando V=-Vmax = -

155,6 V . En este caso:  I1min =-155,6/2k = -77,78 mA

Si se tuviese en cuenta el signo I1max sería  0 mA.

7) B)  De la 2ª ley de Krichoff en toda la malla: 1,5+1,5+1,5-4,5 = 5I  I= 0,0 A

 Eo = 4,5 V 

La resistencia vista desde los terminales cumple que: 1/Ro = 1/(1+1+1+1) + 1/1 = 1,25 
-1

 Ro= 0,8 

8) D) Pag. 37 (UD3) 

9) B)  Pag. 120 (UD1) 

10) B)  Pag. 244 (UD2)

11) B) y C)    Zs = L i – (1/C )i = 10
-4

.2 .5.10
3
i - 1/10

-5
.2 .5.10

3
i = (  -10/ )i = -0,0415i

  |Zs | = 0,041

Zp  = 1/[1/L i  + 1/-(C )
-1

i ] = 1/[-(1/ )i + ( /10)i] = 240,93i   |Zp |= 240,93    ;

12) B) Pag. 70 (UD3) 





Febrero 97 – 2ª Vuelta 

1) A)  Y1 = 1/L i  + 1/[– (1/C )i] = 1/10
-2

.2 .10 i - 10
-5

.2 .10/i = -1,5909i

Z1 = 1/ Y1 = 0,6286i  ;

Z = Z1 + R = 1 + 0,6286i   Arg(Z) = arctan(0,6286/1) = 32,15° = 0,561 rad 

2) B)  Se necesitan 3 en cada rama en paralelo para que la tensión de cada uno sea menor

que 200 V ; V = 500/3 = 167 V 

Así, cada rama tendrá una capacidad de 100µ/3= 33,3 µF. Para tener una capacidad total de

300 µF se necesitan pues 9 ramas.

 9 ramas en paralelo, cada una con 3 condensadores da un total de 27 condensadores. 

3) C) Pag. 38 (UD1) 

 4) A)  Se anulan los efectos de las dos 

primeras cargar y se suman vectorialmente los

campos creados por las dos últimas. Las

componentes horizontales se anulan y las 

verticales se suman:

E = 2Ey = 2(1/4 0)(q/d²)sin   =

E = 2(1/4 0)(q/5)(1/ 5) = q/70,25 0   . El sentido de este vector  es, según la figura, el de +uy

5) Con  10V de diferencia de potencial en inversa el diodo Zener conduce y no produce 

caída de potencial. Toda la resistencia del circuito se debe a R y a los 2ms:
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6) A)

7) A)  7) Feb-96 2ª Vuelta

8) B) Si estuviese en activa la corriente de la base sería: IB = (10-0,7)/10k = 0,93 mV ; 

La corriente del colector sería Ic = IB = 93 mA que produciría una caída de potencial de

93m.1k = 93 V en el colector, lo cual no es posible(Vc = 10 V) 

9) C) En el primer caso el diodo está en corte  y equivale a un circuito abierto, no hay 

corriente, y Us= Ue = 5 V 
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En el segundo caso el diodo conduce: I= (15-10)/1k = 5 mA  Us= 15 – 5m.1k= 10V 

10) B)

We = ½ L.I² = 0,5.10
-3

.(9,502. 10
-3

)² = 45,14 nJ

11) D)  Pag. 248 (UD3) 

12) D) De la 2ª ley de Krichoff en toda la malla: 10-0,6-5 = 11I  I= 0,4A

 Eo = 5 + 1.0,4 = 5,4 V 

La resistencia vista desde los terminales cumple que: 1/Ro = 1/(9+1) + 1/1 = 1,1 
-1

 Ro= 0,91 





Septiembre 97 – Original 

1) A) Se crean más huecos. 

2) A)  Por el teorema de Gauss el flujo es nulo, pero eso no quiere decir que el campo haya 

de ser nulo en los puntos de la superficie de la esfera. 

3) A) Pag. 102 (UD1)

4) A) Toda la carga está a la misma distancia de P. La carga                      P 

total es:

Q = .(3 /2).R = .(3 /2).4 = 6  . El potencial es: 

V = (1/4 0)(Q/d) = (1/4 0)(6 /5) = 3 /10 0

5) A) Pag. 73-74 (UD1) 6) A) Pag. 120 (UD1) 7) A)  Pag. 149 (UD1)

8) A) Pag. 189 (UD2) 9) A) Pag. 222 (UD2) 

10) C) Esta claramente al corte, ya que V(Emisor) >>> V(Base). Si Ucc fuera negativo 

estaría en saturación y si, además, la resistencia de la base fuese 200k estaría en región activa. 







Soluciones a los exámenes de Física (Informática de Sistemas)

1997-98

Febrero 98 – 1ª Vuelta 

1) B) En la figura se ve claramente que el campo

no es nulo. 

El potencial, por el contrario, si es nulo por que 

las cargas son contrarias y las distancias iguales.

2) A)  Pag. 191 (UD2) 3) D) Pag. 193 (UD2)

4) C) Al ser un conductor el potencial a de ser constante en el interior de la esfera(hasta R). 

A partir de ahí  debe disminuir con la distancia según 1/r. 

5) B) Deben situarse en el plano perpendicular a la corriente(plano XY) e ir en contra de las 

agujas del reloj. Pag. 178 (UD2) 

6) B)  7) Sep-97 Original 8) D) 2) Sep-97 Original 9) B) 9) Sep-97 Original 

10) B) Pag. 176 (UD2) 

Febrero 98 – 2ª Vuelta 

1) B) En la figura se ve claramente que el campo

es nulo(suma de dos vectores contrarios).                                                       P 

El potencial, por el contrario, no es nulo porque 

las cargas son iguales y las distancias las mismas.

2) B) El imán debe seguir las líneas de campo situadas en el plano perpendicular a la 

corriente(plano ZX) que van en contra de las agujas del reloj. Pag. 178 (UD2) 

3) C) Pag. 193 (UD2) 

4) D) Al ser un conductor el campo a de ser nulo en el interior de la esfera(hasta R). A partir 

de ahí  debe disminuir con la distancia según 1/r². 

5) D) Disminuye con la distancia según 1/r. Pag. 178 (UD2) 

6) A)  4) Sep-97 Original 7) A) 5) Sep-97 Original 

8) A) El dopaje se usa para aumentar el número de electrones o huecos. Por lo tanto la 

conductividad aumenta siempre.

9) 10) Sep-97 Original 10) B) 8) Sep-97 Original 





Septiembre 98 – Original 

1) C) Pag. 187 (UD1)  

2) A) T6) Pag. 119Feb-94 2ª Vuelta 

3) A) Pag. 20(UD1)   

4) D) T5) Feb-94 2ª Vuelta 

5)   B)  En una bobina B=µnI El flujo es:  = B.S = µ.n.I.S y en consecuencia:

L = d /dt = µ.(N/l).S = 700.4 .10
-7

.(1000/0,1).2,5. 10
-4

 = 2,199 mH (Confusión del 

problema)

6) C)  La distancia entre las placas se mantiene pero la superficie se cuadriplica y por lo 

tanto, la capacidad también. 

7) A) 5) Sep-95 Reserva  

8)

9) B) Cuando la tensión de la fuente es máxima(VMax= Vef. 2 = 10V) los dos diodos 

conducen (se supone que ambos diodos están en la misma dirección) y toda la tensión se pierde en 

la resistencia. 

Cuando la tensión inversa no supera los 5 voltios los diodos no conducen, no hay intensidad 

y no hay caída de potencial en la resistencia.  

10) A) Pag. 62 (UD3) 

11) C)  Q = I.t = 10
-3

.10
-2

 = 10
-5

 C  ;  V = Q/C = 10
-5

/10
-6

 = 10 V 

 12) D





Soluciones a los exámenes de Física (Informática de Sistemas)

1998-99

Febrero 99 – 1ª Vuelta 

 1) A) Por la ley de Coulomb E1 y E2  son iguales y valen q/4 o . Cómo ambos campos se 

suman al tener la misma dirección y sentido: 

E= 2.(q/4 o) = q/2 o . Ya sabemos que la respuesta correcta es A) 

puesto que el valor del campo eléctrico no puede ser negativo. 

El potencial es V1 + V2 = -q/4 o + q/2 o = q/4 o

2) D) Pag  176 (UD2)  y  89(UD1) 

3) A) La tecnología que usa transistores NMOS  y  PMOS  se conoce cómo CMOS. 

4) B) Aplicando las leyes de Krichoff  al nudo superior y a ambas mallas:

I = I1 + I2

5 = 10I1 + (10/3) I Resolviendo el sistema: I1 =1/6 A  ; I2 = 5/6 A  ; I= 1 A

20 = 20I2 + (10/3)I 

SBSdB5) B)  El valor del flujo magnético es: 

En nuestro caso la superficie está en el plano XY y vale 15 m² . El vector superficie es
S

..

          . El flujo es  =  (2,4,3).(0,0,15) = 45 Wb)15,0,0(S

6) B)

)3,2,5'8(5'121.10.2)( 3

uuu

Bv

zyx

xqF NF 466'18)3,2,5'8(

512

7) C)  La carga que recibe en esos 5 ms es: Q= I.t = 4mA.5ms = 20 µC. 

En un condensador  C=Q/V= 20 µC / 2 V = 10 µF 

8) B)  1’3-0’9= 0,4 V < 0,5 V . No llega al umbral, no conduce y esta al corte. 

9) D) La tecnología que usa transistores NMOS y PMOS se conoce como CMOS. 

10) C) Siendo UBE = 0’7 V la unión base emisor está conectada en directo.

Siendo UBC = 0’7 V la unión base colector está conectada en directo. Estamos en saturación. 

11) C)  Ambos condensadores están en  serie. Tienen la misma carga. La capacidad equivalente 

es: 1/C = 1/300 + 1/100 = 4/300  C = 75 nF . La carga es : Q = C.V = 75 nF. 12 V =

= 0’9 µC ; y por tanto: VAB= Q/CAB= 0’9 µC / 300 nF =  3 V 

12) A) Pag. 73(UD1)





Febrero 99 – 2ª Vuelta 

1) B) La distancia entre ambas cargas es 8 m.
A

Aplicando la ley de Coulomb:

F = (1/4 0).( QA . QB / d²) = 3’5967 N 

2) A) Pag.  218(UD2) B

3) D)

JrFrdFW

B

A

BA 16,126'0)4,4,1).(4'0,5'0,6'0(..

)4,4,1()4'0,5'0,6'0( ABryEqFdonde

4) C) Vistas de los terminales A y B ambas resistencias están en paralelo. Así:

1/R0= 1/100 + 1/200 = 3/200  R0= 200/3 = 66’67 

La respuesta a de ser C) . De todas formas calcularemos U0=VAB . Aplicando la segunda ley de 

Krichoff:  30-15 = 200I + 100I  I = 50 mA  ; U0=VAB=30-200I = 20 V 

 5) A) ’= L(dI/dt) que en nuestro caso se convierte en: ’= L( I/ t)= 10
-2

[(2-1)/0’002]= 5 V 

6) C)

3( ) . 2 0 1 ( 0'02,0'05,0'04) ;10

1 2 2

x y z

m

u u u

F q vxB 310 (0,1, 2) (0,0 '01,0 '02)EF qE

NF 08718'0)06'0,06'0,02'0()06'0,06'0,02'0(Em FFF

 7) D) La carga que recibe en esos 20 ms es: Q= I.t = 20mA.5ms = 100 µC 

La carga se reparte entre ambos condensadores hasta igualarse su potencial. A más capacidad 

más carga y así nuestra capacidad se queda con 4/5 de la carga total, o sea 80µC y el otro condensador 

con 20 µC : la diferencia de potencial para ambos es: V= Q/F = 80 µC / 20µF = 20 µC / 5µF = 4 V 

 8) B)  Si esta polarizado en directo comporta como una pequeña pila de 0’7 V de tensión y 100 

ohmios de resistencia. La segunda ley de Krichoff aplicada al circuito nos dice que: 

15-0’7 =  900I + 100I  I= 14’3 mA

9) D)  Los transistores NPN son bipolares. 

10) D) Con estos datos es lógico pensar que el transistor conduce porque la resistencia de 100 

ohmios produce una bajada de tensión en el drenador respecto a la fuente mayor de  1V. Estamos en la 

zona superior derecha de las curvas características del NMOS de acumulación , ósea en la región de 

corriente constante.

11) C) PA= V.I.cos  cos  = 800/(220.5) = 0’7273

12) C)  Pag. 245(UD2)





Septiembre 99 – Original 

1) D)  Ambos hilos crean un campo magnético de  igual dirección y sentido. Por lo tanto: 

BP= 2[µ0I/2 d] = 2[µ0I/2 (D/2)] = 2µ0I/ D
P

 2) C) Pag. 50(UD1) 

3)  A) La energía que almacena un condensador: W= ½ CV² .Por lo tanto: V= 2W/C = 10V 

La carga es Q=C.V= 1mC que se reparte entre los dos condensadores de la misma capacidad, 

conectados en paralelo, a partes iguales. Cómo la capacidad es la misma al distribuirse la carga la 

diferencia de potencial V=Q/C disminuye a la mitad; a 5 V 

 4) B)  F = 1/8 0 = (1/4 0).( q -2q /2²) =  q²/8 0  q = +1 C 

A    B Las dos cargas producen campos de la misma dirección y 

                                               sentido que se suman , y así: 

  +q                  -2q                 E= E1+E2 = (1/4 0).( Q A /dA²) + (1/4 0).( Q B /dB²) = 

                                                 = (1/4 0).(1/1²) + (1/4 0).(2q/1²) = 3/4 0 V/m

En el dibujo se ve claramente que la dirección y sentido del campo eléctrico es positiva. 

 5) D)  Si despreciamos la resistencia de la bobina cuando el circuito se estabilice toda la 

resistencia la ejerce la resistencia y su tensión final es la de la pila, 200 V

6)  A) Para que U0 sea 90V la diferencia de potencial entre A y B debe ser precisamente 90V. 

Aplicando las leyes de Krichoff: 

Ux – VAB = 250 I1 + 200 I1 ;   240-VAB = 100 I2 + 350 I2  ;   I= I1 +  I2

Sabiendo que VAB = 90 V  y  I = 90/450 = 0’2 A podemos resolver el sistema de ecuaciones, de 

donde Ux = 30 V 

7) C) Según la descripción del texto el vector campo magnético y el vector superficie

               S                         forman un ángulo de 60°. Así: 

                                   B WbBSSBSdB
S

1060cos.2.10cos..

8) D) Cómo  Pa=V.I.cos  I = Pa/V.cos  =  8 A 

9) C) En esta situación el diodo conduce en inversa y aplicando la ley de Krichoff: 

      15-5,6= 1000I+100I  I = 8,545 A 

10) B) Si está en activa IC= IB . Además Ib=(5-0’7)/10k = 0’43 mA ; IC= 100.0’43 = 43 mA

0’7 V es el valor de VBE cuando el transistor está en activa. Se podría comprobar que el 

transistor está en activa pero no es necesario. 

11)   A) Pag  207(UD2) 

12)   A)  Pag. 62 (UD3). Es lo que ocurre en el problema 10) IC= IB
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 1) C) Pag 193(UD2). 

 2) A) R= 330   ; XL= 2 fL = 3,14  ; XC= 1/2 fC = 318 Z = 330 + (3,14-318)i 

tan  = -314,86/330 = -0,95  = -43° 39'  Factor de potencia = cos  = 0,72

 3) A) El potencial total es: 

V= (1/4 0)(2/4) +  (1/4 0)(q/1) + (1/4 0)(1/2) = 1/2 0

No es difícil ver que para que se cumpla lo anterior ha de 

cumplirse que q= 1C . 

0 0

11
2 4

; 1
q

q C

 4) D) Mirándolo de arriba tenemos la figura de al lado. 

Ambos hilos crean en P dos campos magnéticos de igual valor pero 

sentido contrario, que al ser opuestos suman 0:

5

15

6

4

I1

I2
I3

UR

B1=µI1/2 R1= 4 .10
-7

.2/2 .2 = 2 .10
-7

 Tesla 

B2=µI2/2 R2= 4 .20
-7

.1/2 .1 = 2 .20
-7

 Tesla 

B=B1+B2= 0

5) A) Siendo VBB=5V>0,7 V la unión BE conduce 

y por lo tanto el transistor esta en activa o saturación. 

Vamos a suponer que está en activa. La corriente de la 

base es: 

IB=(5V-0,7V)/100k  = 0,043 mA

La corriente del colector será: IC=  IB = 4,3 mA

Para asegurarnos de que el transistor está en activa 

calculemos la caída de potencial en la resistencia del colector:  4,3 mA .100  = 0,43 V < VCC ; lo cual esa consistente 

con que el transistor está en activa.

      6) C) Aplicando las leyes de Krichoff para

P

2C 2C
q

10 V 

100 k

 5 V 

B

E

C

=100
100

2A

1A

B1

P

B2

un nudo y las dos mallas tenemos que: 

Resol

= 1.15 = 15 V

 I1= I2 + I3

25+10 = 6 I1+ 15I2 + 4I1

10 = 15 I2 - 5I3

viendo el sistema tenemos que I2 = 1 A;

  y  UR = I2 .R



7) D) Aplicando la formula correspondiente: 

3
3 .2.10

( ) . ( ) . 0,818710.10
10

RCi t i t A
R

e e

No es necesario hacer el cálculo porque el valor máximo de i(t) es V0/R = 1 A ; y de ninguna 

anera

teorema de Gauss : = qint/ 0 = -1/ 0 V.m  ; Cuidado con las unidades.

une a la zona P del diodo y la negativa ala zona N el

diodo c ª

8/682 = 13,78 mA

1 = C1 .V1 = 1µF.10V = 10µC .

La capacidad total es: C=Q/V= 30µC/10V = 3µF  .  Por fin: C2 = C-C1 = 3µF-1µF = 2µF

0
1 110.tV

m puede ser mayor.

 8) C) Aplicando el

El Weber es la unidad del flujo magnético.

9) A) Si la parte positiva de la pila se

onduce en directa, equivaliendo a una pila de 0,6 V y una resistencia de 2 . Aplacando la 2

Ley de Krichoff al circuito: 

10-0,6 = 680 I + 2 I I = 9,

10) B) Pag. 26 (UD3)

11) C) Para C1 tenemos que Q

La carga total es Q1 +Q2 = 10µC+20µC = 30µC.

12) C)  Pag 54 (UD3)





Febrero 00 – 2ª Vuelta

1) A) En la figura vemos la posición de las tres cargas y la dirección y sentido de los campos

Calculemos primero los valores de dichos campos:

que producen. 

2 2

0 0 0 04 8 4 2 82
A B C

1 2 2 1 2 1
. ; .E E E

Como se ve en la figura, las componentes de EA y EB en la 

dirección del eje Y se anulan y las componentes en la dirección del

eje X se suman. Así: 

0 0 0

2 2 2 1
2. .cos 45 2. .

8 8 2 4
BxA B AxE E E E

Por fin tenemos que restar a esta última cantidad el valor de EC para hallar el campo total: 

0 0 04 8 8

x
x

1 1
.

u
E u

2) C)   Pag. 32 (UD3) 3) C) Pag. 47 (UD1) 

4) D)  B = µ.H  ; donde "µ" es la permeabilidad magnética del medio y no del vacío. 

) C)  Si el valor eficaz de la fuente es 50 V el máximo es 50 2 V y el mínimo -50 2 V. 

de 0,6

uto de v es: |-50 2| = 70,71 V 

6) B)  El factor de potencia es: cos  donde el ángulo  cumple que  tan  = X/R 

=0,01

7) C)  El condensador alcanza al final del proceso una tensión entre sus armaduras igual a la 

8) C) El hilo H1 produce un campo magnético en el 

punto (

as agujas

ilo H2 produce un campo magnético en el punto 

(0,0,0)

ción

magnét

5

Cuando el diodo conduce (vf>0,6 V) la tensión entre los extremos del diodo es mas o menos

V. Cuando el diodo esta al corte (vf>0,6 V) la tensión entre los extremos del diodo es vf ya 

que el circuito esta abierto. El valor mínimo para este caso es cuando vf = v = -50 2 V. El diodo 

nunca se sitúa en la región de ruptura. 

Asi pues el máximo valor absol

 Siendo cos = 0,7 tenemos que = arc cos(0,7)= 45°34'23''= 0,7954 rad. 

Por lo tanto: tan = tan(0,7954)= 1,02   Además, R= 200   ; y  X=XL=L

Tenemos que: tan = 1,02 = X/R = 0,01 /200 = 1,02.200/0,01 = 20400 s
-1

Por fin la frecuencia es: f= /2 = 20400/2 = 3247,4 Hz 

producida por la pila, puesto que la corriente se anula. 

Asi pues UPILA=UCfinal= 10 V 

0,0,0) en la dirección del eje Y en sentido

positivo(sentido de giro respecto a H1 contrario a l

del reloj). 

El h

en la dirección del eje Y en sentido positivo(sentido

de giro respecto a H2 favorable a las agujas del reloj). 

Ambos vectores se suman para obtener la induc

ica total:

00 0 0
1 2

.1 2
( )B B . . 2 .

2 1 2 2 2

y

y y y

u
B u u u

E

EC

A

EB

E

H1

H2

B1

z

B2

x

y

1A

2A



 9) A) En una corriente de 1µA pasa 1µC por segundo. Luego en pricipio tenemos una 

carga d

ar la tensión de 1V. Osea, que pierde la mitad de su 

carga, 0

0) A) Pags. 54, 55 y 56 (UD3) 

11) A) Siendo VBB=30V>0,7 V la unión BE conduce y 

por lo t

 IB = 5,232 mA

resisten VCC ; 

-

12) B)  Viéndolo de los bornes A y B la resistencia de 

100 e

100

d

el circuito es pues:

e 1µC en el condensador; y una tensión entre sus placas de:

C=Q/V  V= Q/C = 1µC/0,5µF = 2V 

Posteriormente se descarga hasta alcanz

,5µC. Con una corriente de 2µA(2µC en un segundo) se necesitan 0,25s para descargar los

0,5µC.

1

anto el transistor esta en activa o saturación. Vamos a 

suponer que está en activa. La corriente de la base es: 

IB=(30V-0,7V)/560k  = 52,32 µA 

La corriente del colector será: IC=

Ahora calculemos la caída de potencial en la 

cia del colector: 5,232 mA .330 = 1,727 V <

lo cual esa consistente con que el transistor está en activa. 

1,727 V) - 0 V = 30 -1,727 = 28,273 VPor fin VCE= VC - VE = (VCC

330

560 k

30 V 

B

E

C

=100

200

100

20 V 

R

A

B

sta en serie con R, siendo su equivalente 100+R. Esta

resistencia equivalente esta a su vez en paralelo con la 

resistencia de 200 . Para que la resistencia final sea de

la suma 100+R ha de ser de 200  (Dos resistencias iguales 

conectadas en paralelo equivalen a una resistencia de su mita

de valor). Por lo tanto R= 100 .

La intensidad que pasa por

I = 20/(R+100+200)= 0,05 A  ;  y: 

 VAB= I.200 = 10 V = E0





2C 1C 1C

eptiembre 00 – Original

 1) D) Escribiremos la fórmula y realizaremos el 

S

cálculo directamente:

0 0

1 1 1 1 1 1
. 2. . .

2 2 4 3 4 6
e i iW q V

0 0 0 0 0 0

1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 4 1
1 . . . 1 . . . 2 . 2 . 2 . .

4 3 4 3 4 6 4 3 2 4 3 6 3 4 3 3 0

2) D

) A) Sabemos que Wm = (1/2).L.I²  ; siendo L= d  /dI. Con L constante: L= / I= 3/2 H 

Así: W

4) A

5) C) Dos condensadores iguales en serie tienen una capacidad equivalente que es la mitad

de la qu

En nuestro caso Q= I.t= 0,002.10 = 0.02 C ; y:

100 = (

) D) Aplicando las leyes de Krichoff para

un nud

I1+ 10I2 + 4I1

Resolv tenemos que I2 = 2 A     ; y  P= 

7) A)  En un circuito RL la corriente de conexión del circuito varia con el tiempo según: 

3

m = (1/2).L.I² = (1/2).(3/2).2²= 3 J 

e tiene cada uno: 1/Ce = 1/C + 1/C = 2/C   Ce = C/2 

Hallemos pues la capacidad de cada uno C. 

Tenemos que Wc = (1/2).C.V² = (1/2).Q.V ;

1/2).0,02.V  V = 100/0,01 = 10000 V.  Por lo tanto: C= Q/V = 0,02C/10000V = 2µF 

La respuesta es Ce = C/2 = 1µF 

5

R=10

6

4

I1

I2
I3

50V

10V

6

o y las dos mallas tenemos que: 

I1= I2 + I3

50+10 = 6

10 = 10 I2 - 5I3

iendo el sistema

VR .I2  = I2 ².R = 2².10 = 40 w 

.
. 1

0( )
R L t

e
V

i t
R

asados 10 ms tenemos que según los datos del problema:  i(0,01)= 3,679/100 = 36,79 mA

8) B) Para que |Y| sea 0,01 ( )
-1

 ha de ser |Z| = 100   ; que es justo el valor de la 

resisten C

P

10 100 .0,01 100 .0,01L L
0, 03679 . 0, 6321

100
1 e e

 ln(0,6321) = -(100/L).0,01  L= -1/ln(0,6321) = 2,18 H 

cia. Luego el circuito ha de estar en resonancia: X -X  = 0  X =X   L = 1/

² = 1/LC = 1/ 0,01.(25/ ²).10
L C L C

-6
= 4 ².10

6
 s

-2
= 2 .10

3
 s

-1
  f= /2  = 10

3
 Hz = 1 kHz 



9) B)  Pag 26 (UD3) 

10) B) Por la descripción del problema el diodo zener está polarizado en directo y equivale 

cipal.

:

I = (10-1,2)/(330+5) = 26,27 mA

11)

12) C) Siendo Vcc=10V y VCE = VC = 7,5V>0,2V el 

transist

s:

,25 mA

o tanto:

De la expresión anterior se deduce que R= 2,

a una resistencia de 5  y una pila de

1,2 V en sentido contrario a la pila prin

La intensidad que recorre el circuito es

330

10 V 

Z

 D) Pags. 54, 55 y 56 (UD3) 

100

R

10 V 

 3V 

B

E

C

=100
or esta en la región activa.

La Intensidad del colector e

Ic=(10V-7,5V)/100  = 25 mA

La corriente de la base es:

IB=  IC /   = 25 mA/100 = 0

Al estar en activa VBE = 0,7V y por l

IB = (3-0,7)/R = 0,25 mA

3V/0,25mA= 9,2 k 
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1) A)  Cuando pase un tiempo suficientemente largo la intensidad que recorre el circuito en la 

resistencia será  I0 = (20-10)/100= 0,1 A. 

Cuando transcurre el tiempo tC=L/R

(constante de tiempo del circuito) la intensidad 

es i= I0.[1-exp(-1)] = 0,632I0 y la tensión en la

resistencia es 0,632.0,1.100= 6,32 V.

Pero nos piden la tensión entre A y B( al 

contrario de la intensidad) y por lo tanto:

UAB= -6,32V

2) B) Un cristal de silicio puro es en semiconductor intrínseco. Pag. 23(UD3)

 3) A) La tensión máxima se dará cuando el diodo 

conduzca siendo máxima la tensión que suministre el 

alternador. El diodo equivale en esta situación a una pila de 

1 V situada en sentido contrario a la corriente y  una 

resistencia de 10 ohmios en serie. 

La tensión máxima que suministra el alternador es: V= 12 2 = 16,97 V 

10V

R= 100 

20 V 

i

V1
UAB

i
i

AB

12 V 

D1

V1

100

R1

V2

L= 1 mH

La intensidad que recorre el circuito en ese instante es: I = (16,97-1,0)/(100+10)= 0,145 A 

La caída de tensión en la resistencia es: VR= I.R = 0,145.100 = 14,5 V

4) B) Siendo E= (-2ux - uy)/(4 0) V/m esta claro que

QA= -2 C  y  QB= 4 C QB

QA

E

El potencial en el punto P(0,0) es: 

 V= [1/(4 0)].(-2/1) + [1/(4 0)].(4/2) = 0 V/m

 5) C) Pag. 54 (UD3) 

 6) D) La potencia disipada por R2 es  P = VR2.IC

R2

V2

V1

=100

C

E

 5 V 

5 V 

100

1000
B

R1

Supongamos que el transistor esta en la región activa.

Aplicando las leyes de Krichoff: 

 5-VBE(act) =1000.IB  IB = (5-0,7)/1k = 4,3 mA

En consecuencia: IC = .IB = 0,43 A 

Si tomamos la malla completa: 5+5-VcE = IC .100 

 VCE = 10-43= -33V lo cual no es posible. 



El transistor está es saturación e: Ic=[10-VcE(sat)]/100 = (10-0,2)/100 = 98 mA ; y por fin:

P= VR.IC =[10-VcE(sat)].IC = 9,8.0,098 = 0,96 W

Si tomamos VcE(sat) = 0 V (transistor ideal) entonces la potencia disipada sería de 1 W.

 7) C) Pag. 244 (UD2) 

 8) B) La impedancia total del circuito es: Z= 300 + (200-600)j = 300 - 400 j 

La tensión es 100 2 + 0j y por lo tanto la intensidad que recorre el circuito es: 

I= V/Z = (0,12+0,16j) 2. La intensidad eficaz es Ief=0,12+0,16j.

La tensión eficaz en el condensador es VCef = Ief.ZC = (0,12+0,16j).(-600j)= 96-72j ; siendo 

su valor absoluto: VCef = 120 V

 9) B) Pag. 23 (UD1) 

 10) A) El coeficiente de autoinducción expresa la variación del flujo magnético de un 

circuito respecto a la variación de la intensidad que lo atraviesa. Se mide en henrios(H).Si 

suponemos que en un inicio la intensidad y el flujo magnético eran nulos: 

L = d /dI= / I=(10.200-0)/(4-0) = 500 H

 11) D) La carga del primer condensador es Q1= C1. Uc1= 10.1µ = 10µ C ; y la del segundo: 

Q2= C2. Uc2= 10.2µ = 20µ C 

Al unirse el paralelo U= UC!=  Uc2 = 10 V  ; y  Q = Q1+ Q2= 30µ C 

Cada condensador está en la misma situación que cuando estaban separados. Por lo tanto: 

Q1= 10µ C

12) D) Teniendo en cuenta que la 

resistencia entre A y B es de 150 

aplicamos las leyes de Krichoff: 

V2

10V

R1 = 100 A 90V

I1

V1

UAB I

B

I2

R2 = 300 

1ª malla:10 = 100 I1 - 150I ; 

2ª malla: 90 = 300 I2 + 150I; 

I2 = I +  I1

Resolviendo el sistema:

I = 1/15 A  ; I1 = 1/5 A  ;  I2 = 4/15 A 

y por lo tanto: UAB = 150.I = 10 V





Febrero 01 – 2ª Vuelta 

 1) A) En la figura vemos la posición de las tres cargas y el punto P. 

Las tres cargas producen un campo horizontal en el punto P.  QA y QC  crean campo hacia la 

izquierda y  QB  hacia la derecha. En valor del

campo es en consecuencia E = (EB - EA - Ec )ux . Así : 

Esta claro que estando a la misma distancia de P QA crea mayor campo que QB  y el campo ha de 

ser negativo. La respuesta correcta ha de ser A) sin necesidad de calcularla. 

 2) A)  El agua es una molécula polar puesto que el centro de la carga positiva y la negativa 

no coinciden. Pag. 68 (UD1) 

 3) C) El coeficiente de autoinducción expresa la variación del flujo magnético de un circuito 

respecto a la variación de la intensidad que lo atraviesa. Si suponemos que en un inicio la intensidad 

y el flujo magnético eran nulos: 

L = d /dI= / I  = L. I = 1,5.(1-0)= 1,5 Wb

1,5 H es la autoinducción de toda la bobina, luego el flujo calculado es el total. 

4) B) El no ser lineal quiere decir que la permeabilidad relativa varía con H. Pag. 249(UD2)

5) B) Si suponemos que se unen en paralelo los terminales de distinto signo la carga total 

será la diferencia de las cargas de cuando están aislados. Estas cargas son Ql0 = C1.U10 = 1µ.10 = 

10µC , y  Q20 = C2.U20 = 3µ.10 = 30µC . Así: Q= Q20 - Ql0 = 30µC - 10µC = 20µC . Siendo la 

capacidad del primer condensador la tercera parte de la del segundo, al igualar los 

potenciales(conexión en paralelo)  almacena la tercera parte de la carga que almacena el segundo 

condensador. Por otra parte hemos visto que la carga total ha de ser 20µF. Por lo tanto después de la 

conexión: Ql = 5µC y  Q2= 15 µC 

6) B) Para que reciba la máxima trasferencia de potencia RAB ha de ser la correspondiente a 

la resistencia equivalente de Thevenin mirado desde  los puntos A y B; ósea  la resistencia 

equivalente a R1 y R2 en paralelo. 

Así : 1/RAB = 1/R0 = 1/R1 + 1/ R2 = = 1/100 + 1/300 = 0,133  R0 = RAB = 75 

Siendo la resistencia entre A y B es 

de 75  aplicamos las leyes de Krichoff: 

1ª malla:10 = 100 I1 - 75I ; 

2ª malla: 90 = 300 I2 + 75I; 

 I2 = I +  I1

Resolviendo el sistema:

I = 1/10 A  ;  I1 = 7/40 A  ;  I2 = 11/40 A 

y por lo tanto: UAB = 75.I = 7,5 V
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 7) A)  Cuando pase un tiempo suficientemente largo las intensidades que recorren el circuito 

cumplirán que :

20 = 200 i´´  ;

20 = 200 i' + 200 i''  ;

i'' = i + i'

Así tendremos que IL0= i = i'' = 0,1 A 

Cuando transcurre el tiempo tC=L/Re

(constante de tiempo del circuito) la intensidad 

que recorre la bobina es : 

IL = Il0.[1-exp(-1)] = 0,632.0'1 = 63.2 mA 

 8) D)  Si el factor de potencia es 0'8 el argumento es  = 

arccos(0'8) = 36'87° ; y por lo tanto: tan =0'75 = X/R. Por lo 

tanto, en nuestro caso: R=XL/ 0'75= 100/0'75= 133 

Así tenemos que Z = 133+100i ; de donde Z  = 167 

Por fin Ief = Vef / Z   = 100/167 = 0'6 A
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9) B)  Todo dispositivo electrónico presenta capacidades parásitas y el también.

Pag. 34(UD3) 

10) A) La transconductancia es la relación entre iD y UPF .  Pag. 63(UD3) 

11) A) Cuando conduce la potencia consumida por el diodo es  P = V.I + I².r

Para el diodo luminoso del problema V=V =1'5 V y  r = 300 

La intensidad es la de todo el circuito: I = (12-1'5)/(560+300) = 12'21 mA.

Por fin la potencia es: P= V.I + I².r = 1'5.12'21m + (12,21m)².300 = 63,0 mW 

 12) C) Supongamos que el transistor esta en la región activa.

Aplicando las leyes de Krichoff: 

 5-VBE(act) =1000.IB  IB = (5-0,7)/1k = 4,3 mA

En consecuencia: IC = .IB = 0,043 A 

Si tomamos la malla completa: 5+5-VcE = IC .100 

VCE = 10-4'3= 5'7V





Septiembre 01 – ORIGINAL 

2C -1C
qC

1) A) qC ha de ser positiva para poder atraer a qB así 

como lo hace qA . Para atraerla con la misma fuerza 

teniendo en cuenta que la distancia es el doble, su valor 

ha de ser el cuadruple de qA , ósea qc= 8C

2) C) Aplicando la ley de Gauss el flujo es:  = q/ 0 = -2 V.m  q = -2. 0

3) B)   La superficie determinada por los puntos A, B, C, y D es un rectángulo de base 3 y altura 2. 

Además es perpendicular al eje OX. Por lo tanto el vector de superficie que le corresponde es : 

xx uuS 62.3

Como la inducción magnética es también constante, tenemos que: 

WbSBSdB
S

18)0,0,6).(5,2,3(..

Sólo la primera componente del vector inducción magnética contribuye al flujo. 

4) D) La magnitud en cuestión es la autoinducción ( L=d /dI) y se mide en Wb/A=Henrio

5) D) Al ser los dos condensadores de la misma capacidad se repartirán equitativamente la carga 

cuando se conecten en paralelo. La carga que se repartirán será la inicial del primer condensador. A 

partir del valor de la energía del condensador: 

W = 1/2 QV = 1/2 Q²/C = 20 mJ = 0'5.Q²/100µF   Q = 2mC

Por lo tanto Q1= Q2= 1 mC  U1= U2= U= Q1/C1= Q2/ C2= 1mC/100µF= 10 V 

6) D)  Para que no se disipe potencia 

en R3 ha de ser IB = 0A 

10V

UB

R1 = 1k 

IA

UA

I

IB

R3 = 100 

R2 = 1k 

Aplicando las leyes de Krichoff:

1ª malla:10 = 1000 IA + 1000I ; 

2ª malla: UB = 1000 I + 100IB ;

I = IA +  IB

 Siendo IB = 0 A, tenemos que ser IA = 

I = 5 mA y ser UB = 1000I = 5V

V1

20 V 10V

R= 100 

i

UAB

AB

i
i

V2

L= 1 mH

7) B)  Cuando pase un tiempo suficientemente

largo la intensidad que recorre el circuito en la 

resistencia será  I0 = (20-10)/100= 0,1 A. 

Cuando transcurre el tiempo 2tC=2L/R

(constante de tiempo del circuito) la intensidad 

es i= I0.[1-exp(-2)] = 0,865I0 y la tensión en la

resistencia es 0,865.0,1.100= 8,65 V.

Pero nos piden la tensión entre A y B( al contrario de la intensidad) y por lo tanto:

UAB= -8,65V  UAB  = 8,65 V 



8) A) Para que la tensión eficaz entre los bornes del circuito sea 

igual que la de la fuente el circuito ha de estar en resonancia 

siendo Ief = Vef / Z = Vef / R = 1A. 
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Así:  XC = XL = 200  y la tensión eficaz entre los 

terminales del condensador es:

VCef = Ief XL = 1.200 = 200V

9) B) Pag. 23(UD3) Todas las demás respuestas son contrarias a lo que verdaderamente ocurre. 

10) A) La corriente máxima se dará cuando el diodo esté polarizado en directa y la tensión de la pila 

sea máxima. Osea, cuando V=VMAX= 2.Vef = 2.12 = 16'97 V 

Se cumplirá que: I MAX= (VMAX - V ) / (R+r) = (16'97-1)/(100+10) = 145'18 mA

11) B) Debido a la capa aislante de SiO2 esa resistencia es muy grande. Pag. 54(UD3) 

12) C) Supongamos que el transistor esta en la región activa.

Aplicando las leyes de Krichoff:

 5-VBE(act) =1000.IB  IB = (5-0,7)/1k = 4,3 mA

En consecuencia: IC = .IB = 0,215 A 

Si tomamos la malla completa: 5+5-VcE = IC .100 

 VCE = 10-21'4 = -11'4 V ; lo cual es imposible.

El transistor esta en saturación y considerando el transistor ideal: VCE = 0V.

La corriente del colector es IC = (5+5)/100 = 100 mA





Soluciones a los exámenes de Física (Informática de Sistemas)
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Febrero 02 – 1ª Vuelta(Tipo A) 

1) C) El potencial en el punto (0,0) es:

V = VA + VB = (1/4 0)(q/2) + (1/4 0)(-2q/2) = -q/8 0 (V)

El problema nos dice que V =1/ 0 (V) .

Por lo tanto q = -8 C ,  QA= -8 C  y  QB= 16 C 

Por fin E= (1/4 0)(8/2²) .(-ux ) + (1/4 0)(16/2²) .(uy). =

(1/2 0).(-ux + 2uy) (V/m)

2) C) Es proporcional a E.S y no a E/S como indica el enunciado. 

3) C) La f.e.m es según la ley de Faraday el valor opuesto a la variación del flujo eléctrico respecto 

al tiempo. Esa variación es negativa(el flujo disminuye a lo largo del tiempo) con un valor de 2,5 

Wb/s. Por lo tanto (f.e.m.)= - (-2,5) = 2,5 Wb/s = 2,5 V 

Esta fem se induce durante los 2 segundos de disminución del flujo. Posteriormente el valor 

del flujo se mantiene constante( 6 Wb) y no hay f.e.m. inducida. 

4) C) Estos materiales se usan para fabricar imanes permanentes siendo µ>>µ0

5) D) Al unirse en paralelo se igualan las diferencias de potencial entre las armaduras

redistribuyéndose la carga de ambos condensadores. 

La carga del primer condensador es ante s de la unión es  Q1= C1. Uc1= 1µ.10 = 10µ C ; y la 

del segundo: Q2= C2. Uc2= 2µ.2,5 = 5µ C. La carga total es: Q = Q1+ Q2= 15µ C 

Al unirse el paralelo U’= U’C1=  U’C2 = Q’1/ C1= Q’2/ C2   ;   y    Q’1+ Q’2= 15µ C 

Resolviendo el sistema  Q’2 = Q’1 . (C2/ C1) = 2 Q’1  3 Q’1 = 15µC  Q’1 = 5µC  y

Q’2 = 10µC. Y además   U’ =  Q’1 / C1 =5µ/1µ= 5 V = Q’2 / C2

Por fin la energia almacenada es W = ½ Q’U’= 0,5.15µ.5 = 37,5 µJ
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6) C) Teniendo en cuenta que la 

resistencia entre A y B es de 150 

aplicamos las leyes de Krichoff: 

1ª malla:10 = 100 I1 - 150I ; 

2ª malla: 90 = 300 I2 + 150I; 
R2 = 300 I2 = I +  I1

Resolviendo el sistema:

I = 1/15 A  ; I1 = 1/5 A  ;  I2 = 4/15 A 

y por lo tanto: P1 = V1.I1 = 10.(1/5) = 2 w

 * En este problema he cambiado los subíndices, 2 y 1, por comodidad. Por lo tanto aunque 

pide P2 en nuestro problema es P1
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7) D)  Cuando pase un tiempo suficientemente

largo la intensidad que recorre el circuito en la 

resistencia será I0 = (20-10)/100= 0,1 A

8) B) La impedancia total del circuito es: 

2 2 2 2 2 2

( )

( ) ; 300 (200 600) ; 500
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9) B) En los semiconductores extrínsecos se han añadido impurezas dadoras o aceptoras. 

10) A) La tensión máxima se dará cuando el diodo conduzca 

siendo máxima la tensión que suministre el alternador. El 

diodo equivale en esta situación a una pila de 1 V situada en 

sentido contrario a la corriente y  una resistencia de 10 

ohmios en serie. 

La tensión máxima que suministra el alternador es: V= 12 2 = 16,97 V 

La intensidad que recorre el circuito en ese instante es: I = (16,97-1,0)/(100+10)= 0,145 A 

La caída de tensión en la resistencia es: VR= I.R = 0,145.100 = 14,5 V

11) B)
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12) D) La potencia generada por V1 es  P = V1.IC

Supongamos que el transistor esta en la región activa.

Aplicando las leyes de Krichoff: 

5-VBE(act) =1000.IB  IB = (5-0,7)/1k = 4,3 mA

En consecuencia: IC = .IB = 0,43 A 

Si tomamos la malla completa: 5+5-VcE = IC .100 

 VCE = 10-43= -33V lo cual no es posible. 

El transistor está en saturación e: Ic=[10-VcE(sat)]/100 = (10-0,2)/100 = 98 mA ; y por fin:

P= V1.IC =5.0,098 = 0,49 w

Si tomamos VcE(sat) = 0 V (transistor ideal) entonces la potencia disipada sería de 0,5 w.





Febrero 02 – 2ª Vuelta(Tipo E)

1) C) El potencial en el punto (0,0) es:

QB= q 

EAB

QA=q

V = VA + VB = (1/4 0)(q/2) + (1/4 0)(q/2) = q/4 0 (V)

El problema nos dice que V =1/4 0 (V) .

Por lo tanto q = 1 C = QA=  QB

Así EAB= (1/4 0)(1/2²) .(ux ) + (1/4 0)(1/2²) .(uy). =

(1/16 0).(ux + uy) (V/m)  EAB= 2/16 0

En el punto (1,1) hay que colocar una carga positiva de

Q= 2/2 = 1/ 2 C para anular el campo anterior.

EC = (1/4 0)[(1/ 2)/( 2)²] = 2/16 0 en el sentido contrario a EAB

2) C) q1 esta dentro de la esfera conductora. Por lo tanto esta última no le hace ninguna fuerza.

La carga q2 le hace una fuerza atractiva de: 

F= (1/4 0)(2.2/4²).i = 1/16 0.i

3) D)  En ambos casos tenemos que I=1 A y d=1m.

Luego  B1=B2= µ0/2

Finalmente aplicamos las reglas vectoriales(regla de la 

mano derecha) y según se ve en el dibujo: 

B= µ0/2 .j -µ0/2 .k

4) C) En los materiales diamagnéticos m<0

5) D) La energia que guarda el condensador es W= ½ Q.UC

Como Q=2µC  y  W=2µJ tenemos que UC = 2V.

Si metemos un dieléctrico de =2 la capacidad se duplica, no cambiando la carga. Por lo 

tanto: C’=Q/UC’  UC’ = Q/C’ = Q/2C = UC/2 = 1V 
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6) D) Teniendo en cuenta que la 

resistencia entre A y B es de 150 

aplicamos las leyes de Krichoff: 

1ª malla:10 = 100 I1 - 150I ; 

2ª malla: 90 = 300 I2 + 150I; 

I2 = I +  I1

Resolviendo el sistema:R2 = 300 
I = 1/15 A  ; I1 = 1/5 A  ;  I2 = 4/15 A 

y por lo tanto: UAB = 150.I = 10 V



7) D)  Cuando pase un tiempo suficientemente

largo la intensidad que recorre el circuito en la 

resistencia será  I0 = (20-10)/100= 0,1 A. 

Cuando transcurre el tiempo 0,5tC =

0,5.L/R (constante de tiempo del circuito) la 

intensidad es i= I0.[1-exp(-0,5)] = 0,393I0 y la 

tensión en la  resistencia es UR=0,393.0,1.100=

3,93 V.

Pero nos piden la tensión entre los bornes de la autinducción y por lo tanto:

UL = 10-UR= 10-3,93V =  UL  = 6,07 V 

8) B) El factor de potencia es  cos = R/Z, de donde Z= R/cos  = 300/0,8 = 375 

Como Z = (R²+X²)
1/2

 X = (Z²-X²)
1/2

 = 225  ; y: Z= 300 + 225i 

La intensidad eficaz es: Ief= Vef/Z = (100+0i)/(300+225i) = 0,21333 – 0,16i 

Por lo tanto: VC= Ief.Xc= (0,21333-0,16i).(-600i) = -96-128i ; y por fin: 

 Vc= -96-128i = 160 V 

9) B) En los semiconductores extrínsecos se han añadido impurezas dadoras o aceptoras.

10) B) Para que la tensión sea máxima en la 

resistencia D1 tiene que conducir y D2 estar al 

corte. Eso ocurre cuando V1>VDiodo

La tensión será máxima cuando V1= Vmax=

2.Vef = 2.10 = 14,14 V 

La intensidad en el circuito será Imax= (Vmax-VD)/(R+rD) = (14,14-1)/(100+10) = 0,1194 A 

La tensión en R es VR= IMax.R = 0,1194.100= 11,94 V 

 11) B)

12) C) Supongamos que el transistor esta en la región 

activa.

Aplicando las leyes de Krichoff: 

 5-VBE(act) =1000.IB  IB = (5-0,7)/1k = 4,3 mA

En consecuencia: IC = .IB = 0,215 A 

Si tomamos la malla completa: 5+5-VcE = IC .100 

 VCE = 10-21'4 = -11'4 V ; lo cual es imposible.

El transistor esta en saturación y considerando el 

transistor ideal: VCE = 0V.
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La corriente del colector es IC = (5+5)/100 = 100 mA

La corriente en la base es: IB = (5-VBEsat)/1000 = (5-0,8)/1000= 4,2 mA

 Por V2 circula la corriente IE = IB+IC = 104,2 mA.

La potencia suministrada es: P = IE.V2 = 0,1042.5 = 0,521W





Septiembre 2002(TipoA)

1) D) Para que se disipe la máxima potencia en 

R4 la potencia transferida a dicha resistencia debe 

ser máxima. Dicho de otra manera, su valor ha de 

ser igual a la resistencia equivalente de Thevenin 

del resto del circuito visto desde los puntos A y 

B. Para que tal ocurra R2 ha de tener un valor de 

15  para al unirna en serie con R1 sume 20  y 

ambas rersistencias en paralelo con R3 den 

finalmente un equivalente de Thevenin de

Rth =10  = R4 entre los puntos A y B. 

2) A) El potencial en el punto (1,0) es:

V = VA + VB = (1/4 0)(2Q/2) + (1/4 0)((Q/2)/1) = 

3Q/8 0 (V)

El problema nos dice que V =3/8 0 (V) .

Por lo tanto Q = 1 C

2Q Q/2P

10V R4 = 10 

A

R3 = 20 

B
R2

R1 = 5 

Así EAB= (1/4 0)(2/2²) .(ux ) + (1/4 0)((Q/2)/1²) .(-ux) = 0.ux

3) C) La unidad de cualquier fuerza, incluida la electroestática, es el Newton : N = kg.m/s²

4) B)  La fuerza es: F= q(vxB) = -1(-60i – 80j) = 60i + 80j   Su módulo es F= (60²+80²)
1/2

= 100 N 

5) C)

6) B) En el primer condensador C = 100µF y  W=1/2QU=1/2CU²=20.10
-3

 J .

Por lo tanto U1= (2.20.10
-3

/2.100.10
-6

)
1/2

 = 20 V 

En el segundo condensador C = 100µF y  Q=CU = 2mC  .

Por lo tanto U2= 2.10
-3

/100.10
-6

 = 20 V 

Son dos condensadores idénticos con de igual tensión. Si se unen los terminales de la misma

polaridad en paralelo la tensión no cambia U = U1 = U2 = 20V

7) D)  Cuando pase un tiempo suficientemente

largo la intensidad que recorre el circuito en la 

resistencia será  I0 = (20-10)/100= 0,1 A. 

Cuando transcurre el tiempo 3tC = 3(L/R) 

(constante de tiempo del circuito) la intensidad 

es i= I0.[1-exp(-3)] = 0,950I0 y la tensión en la

resistencia es UR=0,950.0,1.100= 9,50 V.

Pero nos piden la tensión entre los 

bornes de la autinducción y por lo tanto:  UL = 10-UR= 10-9,50V =  UL  = 0,50 V 
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UAB
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L= 1 mH



8) B) La impedancia total del circuito es: Z= 300 + (200-600)j = 300 - 400 j 

La tensión es 100 2 + 0j y por lo tanto la intensidad que recorre el circuito es: 

I= V/Z = (0,12+0,16j) 2. La intensidad eficaz es Ief=0,12+0,16j.

La tensión eficaz en el condensador es VCef = Ief.ZC = (0,12+0,16j).(-600j)= 96-72j ; siendo 

su valor absoluto: VCef = 120 V 

9) C) Cuanto mas temperatura más conductividad, mas huecos y electrones de conducción. 

10) B) El valor absoluto de la tensión(negativa)  en el diodo se 

dará cuando el diodo este al corte siendo mínima(más

negativa) la tensión que suministre el alternador. 

D1

La tensión mínima que suministra el alternador es: -

VMax= -12 2 = -16,97 V 

V1

100

R1

12 V 
La intensidad que recorre el circuito en ese instante es 

nula y no hay caida de tensión en la resistencia.

Por tanto la caída de tensión en el diodo es: UD= -Vmax = -16,97 |UD|= 16,97 V 

11) A) Recuerdese la estructura del MOSFET 

12) Si VCE=5,7 V el transistor ha de estar en activa. R2
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  Aplicando las leyes de Krichoff: 

 5-VBE(act) =1000.IB  IB = (5-0,7)/1k = 4,3 mA

10-5,7 = 100 IC  IC = 43 mA

En consecuencia: IC = .IB  = IC/IB=43mA/4,3mA=

=  = 10


